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4.2. JOMAIIHEE 3AJJIAHUE Ne2. PACUHET IAPAMETPOB JU®®Y3UN

MOII TPAH3UCTOPOB

Ienp moManiHero 3ajaHus: PacCUUTATh MapaMeTphl TepMuueckoil auddy3un
JUTS TIOJYYSHUS BCEX 00J1acTel n-KaHAILHOTO U p-KaHainsHoro MOII Tpan3ucTopos.
Hcxonnrle naHHble:

—  KOHLIEHTpauus NPUMECH B NIOAJIONKKE;

—  KOHLEHTpauus MPUMECH p-KapMaHa;

— IIOBEPXHOCTHas KOHLEHTPAaLMs NPUMECH UCTOKA U CTOKA p-KaHAIBHOIO
TPaH3HUCTOPA;

— IIOBEPXHOCTHas KOHLIEHTPAaLUs NPUMECH UCTOKA U CTOKA 1-KaHAJIBHOIO
TPaH3HUCTOPA;

— ThyOWHAa 3aJleraHus p-n-repexoa Jjs BceX o0macTeid;

—  THII JJOHOPHOMW U aKUENTOPHOU MPUMECH.

Metoauka pacueta mpuBeneHa B paszpene 3.2.3. [l p-kapmaHa NPOBOIUTCS
IByXcTanauiHas udQy3us, Ui CTOKOB U HCTOKOB — OAHOCTAIUIHHASL.
[TocnenoBaTenbHOCTD BHITIOTHEHHUS JOMAIITHETO 3aaHN:

1.
2.

Omnpenensercst HeoOXoIUMas 1032 JIETUPOBAHMS ATl p-KapMaHa.
Beioupaercs temmeparypa aud¢dy3uum TpU pasrOHKE NPHUMECH Ui p-
kapmana.Omnpenensiercs kodpduuuent auddy3uunpu pasroHke HpuMecH
Ul p-KapMaHa. Beluucnsercs BpeMs pasrOHKM IPHUMECH, IIOCIE YEro
oueHnBaercsi BpeMs uddy3un, NpU CIWIIKOM MaJeHBKOM BpPEMEHH
Temrneparypa IupQpy3un yMEHbIIACTCS U PACUET TTOBTOPSIETCSL.

BriOupaetcs Temmneparypa Iu@Qy3ud TpuU 3aroHKEe MPUMECH s p-
kapmaHa.Onpenensiercs KodQpuruent audPy3unIipu 3aroHKe MPUMECH IS
p-KapMaHa. Bprumcnsercss BpeMs 3aroHKM TPHMECH, TIIOCIE Yero
olieHUBaeTcs BpeMs IUPQy3uu, TMpH CIWIIKOM MaJleHbKOM BpEMEHHU
Temrieparypa qudHy3un yMEHbIIAETCS U PacdeT MOBTOPSETCS.

Breibupaetcs temmieparypa nuddys3un Npu 3aroHKE MPUMECH B UCTOKH H
CTOKH JUIsl p-KaHAJILHOTO TpaH3ucTopa. Ompenensercs 103a JETUPOBAHUS
NpY 3aroHKE MPHUMECH JJIsl KICTOKOB U CTOKOB p-KaHAJILHOT'O TPaH3UCTOPA.
BeraucnsieTcss BpeMsi 3aroHKM NIPUMECH, TIOCIIE Yero OICHUBAETCS BpEeMs
IuQQy3nn, Ipu CIMIIKOM MaJeHbKOM BpeMeHH TemIepaTypa audpdys3un
YMEHBIIAETCS U pacyueT MOBTOPSAETCA.

Breibupaetcs temmneparypa nuddysnn npu 3aroHKEe MPHUMECHB WCTOKH H
CTOKH Ul n-KaHAIbHOTO TpaH3ucropa. Ompenernsercs 103a JICTHPOBAHUS
NpY 3arOHKE MPHUMECH JJIsl KICTOKOB M CTOKOB 7-KaHAJILHOT'O TPAaH3UCTOPA.
Beraucnsercs BpeMsi 3arOHKHM TIPHMECH, IOCIIE Yero OIEHUBAETCS BpEMs
muddy3uu, TpH CIXIIKOM MaJeHBKOM BpEeMeHH Temmeparypa nuddy3uu
YMEHBIIAETCSI U pacyueT MOBTOPSAETCA.

IIOMaIIIHCe 3aaHue, CAaBacMoC NMpernoaaBaTeiito, J0JDKHO BKIIIOYATh!:
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—  TUTYJbHBIN JIUCT;

—  HMCXOJHbIC JAaHHBIC U3 3a/IaHHS;

— pacueThl napaMeTpoB nudpy3uu;
—  BBIBOJIBI 10 JIOMAITHEMY 33JJaHUIO.
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